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MEMORTA DESCRIPTIVA

PARA SOLICITAR PATENTE DE INTRODUCCION EN ESPARA POR:

" UMEODO Y APARATO PARA EL TRATAMIRNTO POR CALOR DE MA-

TERTAL SEMI-CONDUCTOR", A NOMBRE DE STANDARD ELECTRICA,

3.A., DOMICILIADA ENY MADRID, CALLE DE RAMIREZ DE PRAIO,S.

Fl presente invento se refiere a la preparacién de sicilio
puro.

En la patente principal belga n¢, 532,054, se ha propuesto
fabricar silicio practicamente puro, haciendo pasar silano practicamente
puro, encontféndose Sste en un estado molecular inferior al normal, por
una zona caldeada a una tempercture igual, por lo menos, a la temperatu-
ra de descomposicién del silano,

In el ejemplo de realizacifn descrito en la especificacién
de la citada patente principal, la superficie superior de uné simiente
de silicid es oalentada por medio de una bobina o electrodo de localiza-

cidn, que constituye el arrollamiento secundario de wun transformador, cu-
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yo arrollamiento primario es alimentado por energla de alta frecuencia, El
silano es conducido & través de una abertura, dentro de la bobina de foca=
lizacién y es descompuesto sobre la sﬁperficie caldeada del cuerpo de silie
cio, para depositar gobre &ste el silicio producido. El cuerpo de silicio
es extraido a una velocidad tal, que, a medida que este cuerpo aumenta por
efecto de la adicién del silicio producido, la superficie se mantiene al
mismo nivel,

Este método ha dado entera satisfoccidén pare la produceidn
de silicio de una pureza muy grande, puesto que el silano puede preparar=-
ge en wn estado elevado de pureza y que el subproducto de su descomposicién
o8 solamente el hidrégeno, que no es perjudicial para el silicio y para
los materiales de construccidn del aparato,

Este método tiene, sin embargo, el inconveniente de que la
magnitud de la duracidén de descomposicién del silano estd limitada por la
cantidad de energfa de alte frecuencia que se le puede suministrar, y de
gue este método podrfa solamente adaptarse con dificultad, o, afn, que no
pudiera ser posible para la produccidn de silicio en grandes cantidades.

Se ha propuesto, igualmente, producir silicio mdiante la
reduccidn de un compuesto de silicio, tal como el triclorometano de sili-
cid, con el hidrégeno, o de un compuesio que produzca hidrégeno en una des-
carga por arco. La temperaturz de los electrodos se mantiene bastante baja
para asegurar que el silicio se¢ deposita sobre uno-o varios elgctrodos, y
se le retira a medida que crece la cantidad de silicio obternido. For este
nétodo, se obtiene silicio bajo la forma de varilla, que debe retirarse
Qel aparato a medida que crece. En consecucncia, este método no se adapta
fdcilmente a la produccién continua o a la produccidn de lingotes de sili-

cio de diferentes formas contrastables, Adermds, uno de los productos de la
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reaccién es 4cido clorhidrico, que puede atacar diversas partes del apeara-
to.

Por consiguiente, la presente invencién prevé un método de
produccién de silicio puro, que estd caracterizado por la descomposicién
del silano por una descarga por arco establecido entre unm cuerpo de silicio,
contenido en un crisol, y un electrodo, estando constituido dicho crisol
por un metal de conductibilidad térmica y eléctrice elevadas, y enfriado
mediante un fluido en eirculacién,

La invencién prevé, aderds, un eparato para la produccidn
de silicio puro, comprendiendo: un crisol metdlico que tenga una conducti-
bilidad térmica y eléctrica elevadas; un suministro de un fluido de enfria-
miento; medios para esparcir o hacer circular dicho fluido por fuera de las
paredes del crisol citado; un electrodo; medios para establecer una descare
ga por arco entre dicho electrodo y el matdrial contenido en dicho crisol;
un suministro de silano y medios para hacer pasar dicho silano en ol erisol
mencionado,

Ahora se describird un ejemplo de realizacién del presente in-
vento, haciendo referencia al dibujo anejo, que representa un aparatq para
la producecién de silicio puro por la descompogicidn del silano.

N En el dibujo figura un crisol 1 montado en un recipiente ex-
terior 2, dejando entre los dos recipientes un espacio 3, a través del cual
puede ciroular agua, mediante un tubo de enttada 4 y un tubo de salida 5;.
Sobre el crisol 1 se halla montada una tapa 6, fijade mediante tornillos 7,
que pasan a través de manguitos aislantes 8, y, ademéds, unas juntas aislan-
tes 9, interpuestas entre el crisol 1 y la tapa 6, En el centro de la ta-
pa 6 y a través de ésta ve montado un electrodo central 10, por ejemplo,

de plata, mediante unas galletas flexibles 11, y a través de este clectro-
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do circula el agua de enfriamiento por medio de los tubos de entrada y sa-
lida 12 y 13. En la tapa 6 se han previsto un tubo de entrada 14 para la ad-
misi6n del silano y un tubo de salida 15, conectado a una bomba (no repre-
sentade), para retirar el hidr6geno que resulta de la descomposicién del si-
lano.

Se coloca primeramente una carga de silicio en el crisol 1 y
se ceba un arco entre el silicio y el electrodo 10, De este modo se forma
una masa de silicio fundido en la cima del silicio contenido en el crisol;

Se hace entrar, entonces, el silano, por el tubo de entrada 14,
2 una presién por encima o por debajo de le presién atmosférica, que se des~
compone cuando pasa a través de la regibén del arco, en parte en el arco mis-
mo, y en parte por el galor de 1la masa fundida. En ambos casos, la mayor
parte del silicio resultante se deposita sobre la carga ya presente en el
srigol, mientras que el hidrdgeno y todo el excedente de silano son extrafe
dos a través del tubo 15.

A nedide que el nivel del silicio, en la parte baja del cri-
gsol, se eleva, el electrodo 10 se cleva también mediante unos 6rganos de
elevacién, no representados en el dibujo, de manera que la distancia entre
los dos electrodos, es decir, entre el electrodo 10 y la masa de silicio
sQ méntenga gensiblemente constante.

Los lingotes pueden luego ser refinados por zoncs, utilizan-
do el aparato descrito en la patente belga N2, 565.404.

Aunque el electrodo utilizado en el aparato antes descrito
sea de plata, puede ser utilizado cualquier otro material que no introduz=-
ca impurezas en el‘silicio, o que introduzca solamente impurezas que pueden
gsor fdcilmente quitadas mediante el refinado de zona, Tales materiales son

el molibdeno, el tungsteno o el sili¢io puro. Preferentemente, ol electrodo
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es siempre enfriado por circulacién de agua, y este enfriamiento por agua
es necesario si el electrodo estd constitufdo por un material gue tenga un
punto de fuéién inferior al del silicio.

Aunque los principios de la presente invencidn hayan sido des-
eritos antes, en relacidn con un ejemplo particular de realizacidn, se com-
prenderd claramente que dicha descripeidn ha gido hecha solamente a titulo
de ejemplo y no limita el alcance de egta invencién.

- .o -, .. - NOTA oo eoeomem oo oom o = - -——-

Los puntos que se presenten para que sean objeto de esta Fa-
tente de introduccién por diez aflos, son los siguientes:

1 - Método y aparato pars el tratamiento por calor del silano pa-
ra la produceidn de silieio puro, caracterizado por la descomposicién del
silano por un: descarga eldctrioca por arco, establecido entre un electyodo
y un cuerpo de silicio contenido on wn crisol.

2 - Método y aparato parc la produccidén de silicio puro, caracte-
rizado por uns carga de silicio colocado en un crisol constituido por un ma-~
terial de conductibilidades térmica y eléctricas elevadas y por un arco quo
8e ceba entre el silicio y un electrodo de ﬁluta enfriado por ague gue se
halla sobre é1.

. 3 -~ Un aparato constituido por el crisol citado en el punto 2, co-
locado en el interior de otro recipiente, entre los cuales se hace circular
agun para el enfriamiento del crisol, en el cual se hace entrar el silano,

y caracterizado por que ésfe es descompuesto a la vez, por el arco mismo ¥
por el calor de la masa de silicio fundido, gue se forma en la cim2 o par-
te superior de le carga de silicio previamente colocada en el crisoi.

4 - Los medios previstos para mantener constante la distancia en-

tre el electrodo y le masu de silicio fundido, & medida que se eleva el ni-
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vel del silicio producido por le desOmposicién del silano, as{ como los
nedios prévistos para la introduccidén del silano en el erisol y para la
exiraceibn del hidrégeno producido en la descomposicién del silano y ¢l ex-
cedente de éste.

5 - Método y aparato para el tratamiento por calor de material
semi-conduc tor,

.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, repre-
sentado en el dibujo que se acompaﬁa ¥y a los fines especificados.

Esta Memoria conta de seis hojas escritas por una sola cara.
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